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【緒言】InN はⅢ族窒化物半導体の中で最も高い電子移動度を持ち、超高速トランジスタなどへ

の応用が期待されている。我々は、これまでにガラスやポリイミドフィルム上に作製した多結晶

InN薄膜トランジスタ(TFT)が正常に動作することを実証してきた[1][2]。もしも、ガラス基板上に、

より結晶性の高い InN結晶を作製することができれば、TFTのさらなる性能向上が期待できる。

本研究では、様々なバッファー層を挿入することで、アモルファス基板上 InN 薄膜の結晶配向性

を高めることを目的とした。 

【実験方法】パルススパッタ堆積(PSD)法を用いて合成石英ガラス基板上に InN 薄膜を作製した。

バッファー層として PSD-AlN、ALD-HfO2、ALD-Al2O3などを挿入し比較を行った。XRD で結晶

性および配向性の評価、ホール効果測定で電気特性評価を行い、各種バッファー層の挿入が InN

薄膜の特性に与える影響を調べた。 

【結果と考察】合成石英ガラス基板上にバッファー層なしで成長した InN薄膜と PSD-AlNバッフ

ァー層上に成長した InN薄膜のXRDパターンを Fig.1に示す。InNの成長温度はともに 410 °Cで、

膜厚は約 160 nm である。バッファー層なしで合成石英ガラス上に直接成長した InN 薄膜からは

0002回折、112
_

0回折、112
_

2回折が得られ、配向性の乏しい多結晶薄膜であることがわかる。一方、

AlNバッファー層上に成長した InN薄膜からは 0002回折および 0004回折のピークのみが観測さ

れ、c 軸配向性が高いことがわかる。さらに、バッファー層によって c 軸配向性が高まることで

InN の電子移動度が 80 cm2V-1s-1 から 240 

cm2V-1s-1にまで向上することがホール効果測

定の結果から明らかになった。当日は他のバ

ッファー層の効果や面内配向性向上に関する

手法についても議論する予定である。 
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Fig.1 XRD patterns of InN grown on glass 

substrates with and without PSD-AlN buffer layers. 
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